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Созданию контактов при разработке технологии электронных приборов всегда придается важное значение. В настоящей работе проведены исследования влияния параметров термообработки на переходное сопротивление в системе контактный слой QWIP-структуры (галлий арсенид) с напыленными на него металлами никель-золото.
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Контактные слои QWIP-структуры, представляют собой… 
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Study of the influence of heat treatment parameters on the transfer resistance in the Au-Ni-contact layer of the QWIP-structure
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This paper contains the study of the influence of heat treatment parameters on the transfer resistance in the contact layer of the QWIP-structure (Ga-As) with Au–Ni–contacts.
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